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一、單選題：每題 3%，計 60%               注意：答案卡無畫座號或畫錯，扣 5 分 

1. (    ) MOSFET 元件之結構如下圖 1 所示，若此元件為增強型 N 通道 MOSFET，則如下圖中甲區與乙區分別為何種型

式半導體？若要形成通道， 之條件為何？(A)甲區：n+型，乙區：p 型， （臨界電壓）>0  (B)甲區：n+

型，乙區：n 型， （臨界電壓）>0  (C)甲區：n+型，乙區：p 型， （臨界電壓）<0  (D)甲區：p+

型，乙區：n 型， （臨界電壓）>0 

  圖 1                         圖 2 

2. (    ) 下列何者是 N 通道增強型 MOSFET 之電路符號？ 

(A)   (B)   (C)   (D)    

3.  (    ) 已知 N 通道空乏型 MOSFET 之夾止電壓 ，試求下列各圖分別操作在何種區域？  (A)歐姆區、截止

區、截止區  (B)歐姆區、夾止區、截止區  (C)截止區、歐姆區、夾止區  (D)截止區、夾止區、歐姆區 

                         

4.  (    ) P 通道空乏型 MOSFET 在工作情況下，當 則  (A)增強模式，通道縮小  (B)增強模式，通道擴大  (C)空

乏模式，通道縮小  (D)空乏模式，通道擴大 

5. (    ) 場效電晶體當線性放大器時，工作在  (A)定電流區  (B)定電壓區  (C)截止區  (D)崩潰區   

6. (    ) N 通道空乏型 MOSFET 的 ， ；又 ， ，求該 MOSFET 的( , )

之值為多少？  (A)(–6V,16mA)  (B)(–6V,12mA)  (C)(–3V,16mA)  (D)(–3V,12mA)   

 

7. (    ) 如圖 2 所示，MOSFET 的夾止電壓 ，飽和電流 ，若 ，則下列敘述何者正確？

(A)(1)(4)  (B)(1)(3)  (C)(2)(3)  (D)(2)(4) 

(1)  

(2)  

(3)使 MOSFET 工作在飽和區的 VDD 最小值為 12V 

(4)使 MOSFET 工作在飽和區的 VDD 最小值為 15V 

 

8.  (    ) 下列何者為 P 通道增強型 MOSFET 元件的 - 的特性曲線？ 

(A)   (B)   (C)   (D)  
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9.  (    ) 如圖 3 所示，若 、 、 、 、 且 ，試求工作點

Q 為何？  (A)8V、5mA  (B)10V、4mA  (C)10V、5mA  (D)12V、3mA 

圖 3                  圖 4 

10.  (    ) 如圖 4 所示之電路，若 MOSFET 的臨界電壓 為 2V，且飽和區電流 ，其中 K=2mA/V2，則

當 、 、 ，試求汲源極電壓 為何？  (A)   (B)1V  (C)3V  (D)4V 

11. (    ) 如圖 5 所示，若 、 、 、 且 ，試求閘源極電壓 為何？

(A)–2V  (B)–3V  (C)–4V  (D)–6V 

圖 5 

12.  (    ) 如圖 6 左所示電路，其中之 MOSFET 元件 特性曲線如圖 6 右，求元件參數 及 K 值為多少？ 

(A) ，K=0.25mA/V2  (B) ，K=0.5mA/V2  (C) ，K=0.25mA/V2  (D) ，

K=0.5mA/V2 

  圖 6 

13. (    ) 如圖 7 為 P 通道 E-MOSFET 的汲極回授式偏壓電路，若 K=2mA/V2 且 ，則下列敘述何者正確？ 

(A)閘源極電壓   (B)汲極電流   (C)直流工作點   (D)電路消耗

225mW 

  圖 7 
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14. (    ) 如圖 8 所示為 MOSFET 的偏壓電路與輸出特性曲線，則下列何者正確？(A)   (B)   (C)

  (D)  

 圖 8 

15. (    ) 近日天龍國發生一連串的爆炸事件，毛利小五郎判斷犯案者為非電群的學生，於是順手拿了一本電子學的書

本，請最有可能的四名嫌疑犯（魯夫、凱多、禰豆子以及卡比獸）來進行判斷。以下是四位嫌疑犯的回答，判斷

何者嫌疑最大？  (A)魯夫  (B)凱多  (C)禰豆子  (D)卡比獸 

魯夫：D-MOSFET 不可以使用汲極回授偏壓法 

凱多：D-MOSFET 的閘源極電壓 可以接順向或是逆向偏壓 

禰豆子：E-MOSFET 沒有預設通道 

卡比獸：E-MOSFET 可以使用自給偏壓法 

16.  (    ) 某空乏型 MOSFET 放大電路，其 ， ，若工作點 時，則閘-源極電壓 及互

導 分別為多少？  (A) ，   (B) ，   (C) ，

  (D) ，  

 

17. (    ) 關於 FET 放大電路 CS、CD、CG 三種組態的敘述，下列何者錯誤？  (A)輸入阻抗由小至大依序為 CG、CS、

CD  (B)輸出阻抗由小至大依序為 CD、CS、CG  (C)電壓增益由小至大依序為 CD、CS、CG  (D)功率增益由小

至大依序為 CD、CS、CG   

18. (    ) 有關場效電晶體 FET 放大器的敘述，下列何者錯誤？  (A)共源極放大器的輸入與輸出電壓反相  (B)共源極放

大器的輸入阻抗值很高  (C)共汲極放大器的電壓增壓益值小於 1  (D)共閘極放大器的輸入阻抗值很高   

19.  (    ) 如圖 9 所示 CS 放大電路，已知 MOSFET 之 ， ，且 ， ， ，

若實際測量輸入與輸出電壓，且經計算電壓增益 ，則其負載電阻為多少？(A)20kΩ  (B)15kΩ  (C)10kΩ  

(D)5kΩ 

圖 9             圖 10 

 

20.  (    ) 如圖 10 所示 CS 放大器， ， ， ， ，若 MOSFET 之 ，

且操作於飽和區，求電壓增益 為多少？   (A)   (B)   (C)–5  (D)    
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二、計算題：每個答案 5%，計 40%   **務必注意單位與極性，計算題答案卷請寫姓名（未寫扣 5 分）** 

1、如圖，若 、 、 、

、 且 ，求汲源極電壓

為何？ 

 

 

 

Ans： =          。 

2、如圖，若 K=0.5mA/V2，Vt = 2.5V，求閘源極偏壓

及汲極電流 各為何？ 

 

 

 

 

Ans： =          ， =          。 

3、如圖，若 K=0.75mA/V2， ， ，求

電阻為 何？ 

 

 

 

 

 

Ans： =          。 

4、如圖，已知 ， ，

， 10=DR kΩ， ， 10=LR kΩ，則

電壓增益 為何？ 

 

 

Ans： =          。 

5、如圖，若 MOSFET 工作於飽和區， ，

10=DR kΩ， 2=SR kΩ， ，且， ，

若將源極電容 移除前為 1VA ，移除後為 2VA ，則為多

2

1

V

V

A

A
少？ 

 

 

 

 

Ans：
2

1

V

V

A

A
=          。 

6、如圖，若 ， ， ，

，求互導 及電壓增益 各為何？ 

 

 

 

 

 

Ans： =          ， =          。 
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